VORLAUFIGE DATEN

AAY 34

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - MISCHDIODE

zur Verwendung im Q-Band

-

Mechanische Daten:

Gehfuse: Subminiatur

Die Katodenseite ist
rot gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.

|}
[ N I R e _>¢l,75 $2,51 ¢2,5553
lgo max 2,527
VY 720026
142 | 1,32 1,80 | 1,32 1,42
Moo iz ™ 22t i [
7,16
6,65
Kurzdaten:
Frequenzbereich f = 26...40 GHz
Rauschzahl F = 8,5 dB
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AAY 34

Absolute Grenzwerte:

HF-Spitzenenergie: Eyp y = max. 0,03 erg
Impuls-Spitzenleistung (tp = 0,2 us): Py = max. 0,5 W
Unmgebungstemperatur: Sy = min. -65 ©°C
Sy = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: 8g = min. -65 ©°C
3g = max. 150 °C
Kennwerte: (bei 8y = 25°C)
DurchlafBstrom
bei Up = 0,5 V: Ip = 2 mA
Sperrstrom
bei Uy = 0,5 V: . Ip = 10 HA
Betriebsfrequenzbereich: £ = 26...40 GHz
ZF -Impedanz: Zzp = 750 (500...1000)
Welligkeitsfaktor
(bezogen auf MeBhalterung): s = 1,4 (é 1,8)
Mischverluste: . AP, = 5,5 dB
Rauschzahl 1)
bei f = 34,86 GHz, Up = 150%10 mV,
Iy = 0,5 mA: F = 8,5 ($£10,5) aB
Rauschtemperatur-Verh#ltnis
bei fzp = 45 MHz: N, = 1,6
1) einschlieBlich Fzp = 1,5 dB
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VORLAUFIGE DATEN AAY 39
AAY 39A

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - MISCHDIODE

zur Verwendung im X-Band

Mechanische Daten:

Geh#use: Subminiatur

Die Katodenseite ist
rot gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.

T

#1,90 ¢2,51 $2.565
max

max 2,527
VY 720027
1,42 [ 1,32 | 1,80 ] 1,32 1,62
T Yoz M i [

7,16

6,65
Kurzdaten: AAY 39 AAY 39 A
Frequenzbereich: £ = 1,..18 1...18 GHz
Rauschzahl im X-Band: F = 6 7 dB
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AAY 39

AAY 39A

Absolute Grenzwerte:

Spitzenenergie: Ey = max. 0,1 erg
HF-Spitzenenergie: Egp y = max. 0,05 erg
Impuls-Spitzenleistung (tp = 0,5 us): Py = max. 0,5 W
Umgebungstemperatur: Sy = min. -65 ©C
8y = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: 33 = min. -65 °C
9g = max. 150 °C
Kennwerte: (bei 8y = 25°C) AAY 39 AAY 39 A
DurchlaBstrom
bei Up = 0,5 V: Ip = 5 mA
Sperrstrom
bei Up = 0,5 V: In = 3 WA
Betriebsfrequenzbereich: £ = 1...18 GHz
ZF -Impedanz: Zgp = 250...450 Q
Welligkeitsfaktor

bezogen auf MeBhalterung,
bei £ = 9,375 GHz, Ry =15 @, ¢
Ip = 1 mA: s = 1,43
Mischverluste: AP, = 4,2 5,0 dB
Rauschzahl 1)
bei £ = 9,375 GHz, R = 15 Q,
Ip = 1 mA: F = 6 (5 6,5) 7(%£1,5) aB

Rauschtemperatur-Verh#ltnis
bei fgp = 45 MHz: Ny = 1,1 1,2

1) einschlieBlich Fgp = 1,5 dB
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VORLAUFIGE DATEN AAY 50 (R)

Koaxiale
GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - MISCHDIODEN
zur Verwendung im X-Band

Mechanische Daten:

Geh&use: koaxial

AAY 50: Anode am GehXuse,
roter Farbpunkt

AAY 50 R: Katode am GehZuse,
griiner Farbpunkt

MaBangaben in mm.

6,477
[* 6,300~
0,762 1,27
0,686 "1 1,02
’L32
! T
4252 48,737 _ —1 ¢3.073 7,264
9,28 %861 L "3,023%7163
! -
VY 720028
1,39 2,10
™ * s s
. 19;3
Kurzdaten:
maximale Betriebsfrequenz £f = 12 GHz
Rauschzahl im X-Band F = 6,2 dB
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AAY 50 (R)

Absolute Grenzwerte:

HF -Spitzenenergie: Egyp y = max. 0,2 erg
Impuls-Spitzenleistung (tp = 0,5 us): Py max. 2 W
Umgebungstemperatur: S min. -55 °C
Sy max. 100 °C
Lagerungstemperatur: 9g min. -55 °C
8g max. 100 °C
Kennwerte: (i 9y = 25°C)
DurchlaBstrom
bei Up = 0,5 V: Ip = mA
Sperrstrom
bei Ug = 0,5 V: Ip = pA
maximale Betriebsfrequenz: f = 12 GHz
ZF -Impedanz: Zzp = 300...500 Q
Welligkeitsfaktor
bezogen auf MeBhalterung,
bei £ = 9,375 GHz, Ry = 15 Q,

Ip = 1 mA: : s $ 1,43
Mischverluste: AP, = 4,4 dB
Rauschzahl 1)

bei f = 9,375 GHz, Ry = 15 Q, ‘
Ip = 1 mA: F = 6,2 (2 6,8) dB
Rauschtemperatur-Verhéltnis
bei fzp = 45 MHz: N, = 1,1
1) einschlieBlich Fgp = 1,5 dB
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VORLRUFIGE DATEN AAY 5] (R)
AAY 52 (R)

Koaxiale
GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - MISCHDIODEN

zurs Verwendung im J-(Ku-)Band

Mechanische Daten:

Gehduse: koaxial

MaBangaben in mm.

AAY 51 ) Anode am Gehiuse,
AAY 52 roter Farbpunkt
AAY 51 R) Katode am Geh#use,

AAY 52 R blauer Farbpunkt
#160
T ek
4559 ) ) ' do,ee:ﬂ.,aa
5,46 5076 +L,67
0,71
—7; 0,15
' e 3B,
19,43 min
]8‘67 VY 720029
Kurzdaten: AAY 51(R) AAY 52(R)
Frequenzbereich f = 12...18 12...18 GHz
Rauschzahl bei f = 13,5 GHz F = 7 8 dB
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AAY 51(R)

AAY 52 (R)

Absolute Grenzwerte:

-

Spitzenenergie: EM = max. 0,1 erg
Umgebungstemperatur: &U = min. -85 °c
o
bu = maX. 100 C
Lagerungstemperatur: Os = min. -55 °c
8S = max. 100 °c

Kennwerte: (bei 8; = 25°C) AAY 51(R) AAY 52(R)
DurchlafBstrom

bei UF = 0,5 V: IF = 9 mA
Sperrstrom

bei UR = 0,5 V: IR = 3 A
Betriebsfrequenzbereich: f Bl 12...18 GHz
ZF-Impedanz: Z,p = 270 (220...320) Q
Welligkeitsfaktor <

bei f = 13,5 GHz: . s = ’

im Bereich f = 13...18 GHz: s < ,
Mischverluste: APc = 5,2 dB
Rauschzahl 1 < <

bei £ = 13,5 GHz: ) F = 7 (= 17,5) 8 (= 8,5) daB
Rauschtemperatur-Verhédltnis

bei f = 45 MHz: N = 1,1

ZF r

1 . . .

) einschlieBlich F,. = 1,5 dB
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Mechanische Daten:

VORLAUFIG

E DATEN

Gehduse:
AAY 56:

AAY 56R:

koaxial

Koaxiale

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - MISCHDIODEN

-

zur Verwendung im S-Band

Anode am Gehi#use,
roter Farbpunkt

Katode am Geh#use,
griiner Farbpunkt

MaBangaben in mm.

AAY 56 (R)

6,477
6,300 "]
0,762 1,27
0,686 ™ 1,02
| DE— 1,32
] % wf
952 8,737 | | ] — 2387 7,264
$9.28 #8611 - #2286 #7163
[l =
VY 720028.1
139 2,10
™ * s e
19,3
18,8
Kurzdaten:
maximale Betriebsfrequenz = GHz
Rauschzahl im S-Band F = 7 dB
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AAY 56(R)

Absolute Grenzwerte:

Spitzenenergie:

HF-Spitzenenergie:
Impuls-Spitzenleistung (tp = 0,1 ps):
Umgebungstemperatur:

Lagerungstemperatur:

Kennwerte: (bei SU = 2500)
Rauschzahl

bei £ = 3,0 *+ 0,1 GHz, I0 = 0,8 mA:
Welligkeitsfaktor,

bezogen auf MeBhalierung,

bei f = 3,0 * 0,1 GHz, I0 = 0,8 mA:
1) einschlieBlich F,_ = 2 dB

ZF

EHF M

-

p < 4
»n

A

max.

maxe.

max.

maxe.

min.

max.

-40
100

erg

erg

7,0 (£ 17,5) aB 1)

1,43
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AAY 59

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - MISCHDIODE

zur Verwendung im Q - Band

Mechanische Daten:

Gehduse: Subminiatur ) f f
Die Katodenseite ist ¢L80¢2ﬁl’1565
165 max®2527

rot gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.
VY 7200271

1,62 [ 1,32 | 180 132 [ 162 [

o Y

117 Yizz2 M0 22 Y
716
6,65
Kurzdaten:
Frequenzbereich £ = 26...40 GHz
Rauschzahl F = 8,5 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 9.71

303



AAY 59

Absolute Grenzwerte:

HF - Spitzenenergle:
Impuls-Spitzenleistung (tp = 0,2 us):

Umgebungstemperatur:

Lagerungstemperatur:

Kennwerte:

DurchlaBstrom bei UF = 0,5 V: IF
Sperrstrom bei UR = 0,5 V: IR
Betriebsfrequenzbereich: f
ZF - Impedanz: ZZF
Welligkeitsfaktor,
bezogen auf MeBhalterung: s
Mischverluste: APc
Rauschzahl

bei f = 34,86 GHz, I0 = 0,5 mA,

einschlieBlich FZF = 1,5 dB: F
Rauschtemperatur-Verhdltnis

bei fZF = 45 MHz: Nr

Die Mischdiode AAY 59 kann auch gepaart unter der Bezeichnung

EHF M = max. 0,03
PM = max. 0,5
8U = min. -55
3U = max. 100
35 = min. -55
ss = max. 100
2,0
2,0
26...40
1000 (700...1400)
1,4 (2 1,8)
5,5
8,5 (£ 10)
1,6
2-AAY 59 M

erg

E

=l
a o a0

uA

GHz

dB

dB

mit Abweichungen des gleichgerichteten Stromes von + 10 % und der ZF-Impedanz

von 150 Q geliefert werden.
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DATEN VdgLKUFIGER MUSTER AAY 60

GERMANIUM - PLANAR - ZWEIFACHDIODE
zur Stabilisierung kleiner Spannungen (Stabistordiode)

sowie fiir Begrenzer- und Schutzschaltungen

Mechanische Daten: A
Gehduse: Kunststoff, S0T-23, K,
23 A 3 DIN 41 869 A,
Stempel: A 9
MaBangaben in pm. '(vzsum
re——29max———
o 19—
|<0,95-*j |
FYIuE HIT
=3 |
T T T
: Af Ay l K2 % !
0,01 min I "E’. ,§
™ Ki.A2 i o~
! ;
{0l 043 max
VD 72001314
ket |, 2 max e
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 20 V
DurchlaBstrom IF = max. 10 mA
Sperrschichttemperatur SJ = max. 90 °c
DurchlaBspannung bei IF= 15 pA UF = 110 mv
bei IF = 100 pA U~F g 200 mv
Sperrstrom bei UB = 20V IR é 10 pA
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AAY 60

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: UR = max. 20 V Sperrschichttemperatur:
DurchlaBstrom: IF = max. 10 mA 8J = max. 90°C
Lagerungstemperatur:
85 = min. -30°C, max. 75°C
Wirmewiderstand:

zwischen Spex;rschicht und Umgebung,
AAY 60 auf Keramik-Substrat 7T mm x 5 mm x 0,5 mm,

bei gleichzeitiger Belastung beider Diodené Rth U é 1,1 K/mW
bei Belastung nur einer Diode: nth U -5- 0,67 K/mw
Kennwverte: bei OJ = 25%
—— 'K 73 00050
S . Ir 1 IC
errstrom ¥ =25°
bes U, o 20v: I, & 10 o A T T[] ]
Uy = : K 200
DurchlaBstrom | 1. -
bei Up =100 mv: I, 2 15 pA
bei U, = 150 mV: I = 25-50 pA
F Foy 150
bei Up = 200 mV: I, = 100 pA I
[l [
DurchlaBspannung 1
bei ‘IF = 10 pA: UF = 110 mV II!
bei I_= 15 pA: U, 2 100 mV 100
F F 7 i
bei In = 25 pA: U = 150 mV Wy
. > N
bei IF = 50 pA: UF : 150 mV i #‘—}“;*j
bei IF = 100 pA: UF = 200 mV 50 ’, ’[ l
Y
v,
127,
- o'
—
00 100 200 Ur(mV) 300
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